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摘 要

本論文主要分別以磁控直流(DC)濺鍍法與射頻(RF)濺鍍法製備?鋁氧化鋅(AZO)透明導電薄膜，利用不同的製程變因，如工

作壓力與基板溫度的改變，比較DC與RF濺鍍之AZO薄膜特性，以得到較佳的製程參數。 發現當以DC與RF沉積之薄膜在

可見光(380 ~ 780 nm)範圍內有80%以上的穿透率，且其折射率有隨著基板溫度的升高而有遞減的現象發生，而晶粒大小、

載子濃度與載子遷移率，則隨著基板溫度的升高而有上升的現象。 在XRD繞射圖中，發現具有ZnO(002)的擇優取向，

從FESEM圖中可看出DC沉積之薄膜晶體從低溫時的塊狀結構，轉變成高溫時的緻密片狀結構；RF沉積之薄膜晶體從低溫

時就有的緻密片狀結構且具有結晶化現象。 在本論文設計之實驗參數以RF沉積薄膜在工作壓力4×10-3 torr基板溫度為325

℃時具有最佳電阻係數2.56×10-4 Ω.cm之AZO透明導電膜。

關鍵詞 : 氧化鋅鋁、透明導電膜、射頻磁控濺鍍、直流磁控濺鍍
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